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第 1 章では、ますます開発が加速されている超LSI のプロセス技術における LSI製造プロセス技術について概観し、
平坦化技術、 CMP 技術の重要性、必要性を確認した。また、本研究の目的、概要について述べた。

















超 LSI の集積度の向上はムーアの法則にしたがって着実に進展し、超 LSI パターンの微細化、多層配線化が進んで
いる。多層配線を実現するためのプロセス技術として層間絶縁膜の平坦化技術が重要な要素技術となっている。現状
の平坦化技術に関しては CMP 加工が主流の技術であり生産工程においても広く利用されているが、グローパル平坦
性においてはサイトフラットネス 200 nm/口30mm 程度が限界であり、今後、集積度がさらに向上し、要求されるサ





















を照射し、 120 nm 程度の深さを有する凹部にレーザ微粒子集積痕を形成した後ポリシングを行い、 0.53 nmRq 
の表面粗さのみを持つ良好な平坦面を得ることができることを実験的に検証している。これにより、 100 nm 以
下のグローパル平坦性の要求に対応する新しい CMP 加工法の可能性が示唆されている。
以上のように、本論文は光放射圧に基づくレーザ微粒子集積現象を利用した超 LSI の平坦化技術の新しい試みにつ
いて述べたもので、その成果は CMP 加工技術に関する貴重な知見を与えるものであり、生産工学・機械工学の発展
に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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